
高光閉じ込め構造による AlGaN系 UV-B LDにおける低閾値化 

Reduction of Jth in AlGaN-based UV-B LDs with high light confinement structure 
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UV-B レーザは DNA シーケンスなどのバイオ分野をはじめ、多くの分野での応用が期待

され、半導体レーザの実用化は非常に重要である。本研究グループでは、秋季学術講演会に

おいて、閾値電流密度 25kA/cm2、レーザ発振時の動作電圧 32Vでの UV-B LDのレーザ発振

を報告した[1]。しかしながら、可視 LDに比べ、閾値電流密度や動作電圧が高くこれらの低

減が重要な課題である。本報告の構造では、閾値電流密度を低減するためガイド層の膜厚を

従来の 150nm から 50nm にすることで、光閉じ込め係数Γを向上させ、閾値電流密度低減

を狙った。しかし、ガイド層の膜厚を薄くするだけでは 1st p-AlGaNクラッド層へ光が漏れ、

内部ロスが増大してしまう。そこで 1st p-AlGaN クラッド層の Al組成を向上することによ

って光学ロスの抑制を図った。この構造において、Fig.1および Fig.2に示すように共振器長

2000 µm、p電極幅 10 µmで波長 302 nm、閾値電流密度 14.6 kA/cm2での室温パルス発振を

確認し、従来構造より閾値電流密度が低減されたことを確認した。 
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Figure 2 J-V, J-L characteristics Figure 1 spectrum 
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